
P2 2018.1 Dispositivos Eletrônicos Prof. Marcelo Perotoni

[1] Para o circuito baseado no Enhancement NMOS com VTh de 0.4V, (a) calcule a corrente quiescente. (b) Prove se o
dispositivo está saturado ou em triodo. (c) Quando a tensão no gate aumenta 10 mV, quanto aumenta a tensão de dreno? (d)
Calcule o ganho Av=∆VDS/∆VGS .

[2] Para o amplificador baseado em JFET: (a) Diga qual o nome da configuração amplificadora. (b) Desenhe o modelo de
pequenos sinais, considere capacitores ideais em AC. (c) Calcule o ganho de tensão do amplificador (desconsidere rd). (d) Qual
a tensão DC no gate (VG)?

[3] (a) Calcule a corrente quiescente Idq do transistor enhancement NMOS com Vth = 1.5 V e k=0.5 mA/V 2 (b) A qual dos
dos valores de βs corresponde a maior temperatura? Considere vbe 0.7V.

[4] Para o circuito abaixo, temos uma sáıda digital TTL onde ”0” lógico corresponde a zero Volts e ”1” lógico corresponde a 5
Volts. Considere que os leds acendem com 1.5 V e que o VTh do NMOS seja 0.8V. (a) Supondo os dois transistores (bipolar e
Enhancement NMOS operando como chaves), o led vermelho acende com ńıvel lógico ”1” ou ”0”? (b) E quanto ao led verde,
acendo com ”1” ou ”0” lógicos? (c) Deseja-se usar uma corrente nos dois leds de 10 mA, estime o valor dos resistores de dreno
e coletor para polarizá-los. Considere tanto VCE quanto VDS nulos quando saturados, para simplificar.

[5] Para o current mirror despreze as correntes de base de M1 e M2 e considere VBE = 0.7V . (a) Calcule IL .(b) Calcule VCE

no transistor Q2.(c) Calcule o máximo RL que pode ser usado até saturar Q2 (i.e. fazer VCE2 = 0).
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